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В последнее время, в аспекте решения проблемы создания нового поколения перспективной прецизионной радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) специального назначения наибольшую актуальность приобретает дальнейшее повышение стабильности точностных характеристик ультрапрецизионных стабилитронов (УПС). При этом главным направлением для дискретных УПС является повышение долговременной и температурной стабильности напряжения стабилизации. Решение проблем разработки указанных УПС позволяет на один порядок величины повысить точность и на два порядка спецстойкость РЭА спецназначения. 
Решение поставленной задачи осуществлялось комплексно, с учётом всех известных в настоящее время конструктивных принципов и технологических методов. В качестве основных решений, позволивших обеспечить необходимые характеристики, необходимо отметить следующие:
1. Локализация рабочих областей p-n переходов в объёме полупроводника, что позволило обеспечить однородность пробоя по всему объёму перехода, а также избежать поверхностных эффектов. Осуществляется:


а) созданием глубоких p-n переходов;


б) оптимизацией размеров их активных областей;

в) формированием дополнительных охранных p-n переходов, изолирующих обратносмещённый p-n переход от поверхности кристалла.

2. Ликвидация влияния поверхностных эффектов и взаимодействия активных элементов структуры прецизионного стабилитрона между собой через поверхностные состояния.

Осуществляется:

а) конструктивным исключением выхода рабочего и компенсирующего p-n переходов на одну и ту же поверхность кристалла;

б)  геттерированием защитной диэлектрической плёнки двуокиси кремния фосфорносиликатным стеклом с целью стабилизации зарядового состояния на границе  раздела кремний – диэлектрик.
3. Прецизионное управление электрофизическими параметрами рабочего и компенсирующего p-n переходов соответственно: увеличение концентрации основных носителей заряда и уменьшение времени жизни неосновных носителей заряда, что позволило повысить спецстойкость и обеспечить достаточно хорошую линейность температурных характеристик прецизионного стабилитрона. Осуществляется:


а) применением сильнолегированных материалов;


б) введением в запрещённую зону полупроводника глубоких термически стабильных уровней или точечных радиационных дефектов.

4. Стабилизация электрических параметров и гарантия классов точности прецизионных стабилитронов. Осуществляется:


а) проведением искусственного старения путём длительной термотоковой тренировки в предельных статических режимах.


В результате работы, были получены стабилитроны, обладающие высокой долговременной  (±0,0003% за 1000 часов), а также температурной (±0,0002  %/0С) стабильностью, с низким размахом низкочастотных шумов (±2 мкВ) и дифференциальным сопротивлением не более 20 Ом (I=7,5 мА).
